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図 1. 昇華再結晶法 4H-SiC 単結晶の種結晶/成長界面近傍の反射 XRT 像（回折条件：
𝒈 ൌ 112ത0、X 線源：CuKαଵ、結晶成長方向は紙面手前方向）。図中、破線は種結晶/成長
界面を示す。また、白三角はネットワークを形成する基底面転位を示している。 
